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บทคดัย่อ 
   

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการดายบอน 
ด้ิงแบบยเูทคติคของเคร่ืองจกัรดายบอนด้ิงโมเดล KDB 2100ในการผลิตทรานซิสเตอร์เบอร์PR05
เน่ืองจากตอ้งการลดของเสียท่ีเกิดจากค่าทดสอบแรงเฉือนไม่ไดส้เปคตามท่ีกระบวนการดายบอน
ด้ิงก าหนดไว ้(สเปคตอ้งมากกว่า 500 กรัมแรง)  และของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตเท่ากบั 8.14 
เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เคร่ืองจกัรไม่เหมาะสม จากการศึกษาพบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยึดติดมี 5 ปัจจยัคือ (1) ก าลงัไฟฟ้าในการให้ความร้อนจุดท่ี 1, (2) ก าลงั ไฟฟ้า
ในการให้ความร้อนจุดท่ี 2, (3)ก าลงัไฟฟ้าในการให้ความร้อนจุดท่ี 3, (4) แรงกดชิปวงจรรวมวาง
บนลีดเฟรมและ(5) เวลาท่ีใช้กดแช่ชิปวงจรรวมวางบนลีดเฟรมผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้เทคนิคการ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน 
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III   เรโซลูชัน่สามมาประยุกตใ์ชง้านเพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดและท าการทดลองแบบล าดบัขั้นโดย
ไม่ท าการทดลองซ ้ าเน่ืองจากมีทรัพยากรและเวลาในการท าการทดลองท่ีจ ากดั จากผลการทดลอง
สรุปไดว้า่ ก าลงัไฟฟ้าในการใหค้วามร้อนจุดท่ี 3เท่านั้นท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญัและค่าพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมจากการทดลอง คือ ก าลงัไฟฟ้าในการให้ความร้อนจุดท่ี 1เท่ากบั 300 วตัต ์ก าลงัไฟฟ้าใน
การให้ความร้อนจุดท่ี 2 เท่ากบั 300 วตัต ์ ก าลงัไฟฟ้าในการให้ความร้อนจุดท่ี 3 เท่ากบั 500 วตัต ์
แรงกดชิปวงจรรวมวางบนลีดเฟรม 70 กรัมและเวลาท่ีใช้กดแช่ชิปวงจรรวมวางบนลีดเฟรม 10 
วินาที หลงัจากน าไปทดสอบในกระบวนการจริงเพื่อยืนยนัผลเป็นเวลา 4 วนั พบว่าไม่พบของเสีย
ค่าทดสอบแรงเฉือนท่ีต ่ากวา่สเปคท่ีกระบวนการดายบอนด้ิงก าหนดไว ้โดยไดผ้ลลพัธ์ค่าทดสอบ
แรงเฉือนเฉล่ียเท่ากบั 1,014.14 กรัมแรง 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this independent study is to determine the optimal parameters for 
eutectic die bonding of die bonding machine, Model KDB 2100, in producing PRO5 transistor 
products in order to reduce out of spec defects from die-shear test caused by inappropriate 
parameters set up.  The defect percentage was 8.14 percent.  The study revealed there were five 
factors affecting the adhesion which were the electric power given to point 1, the electric power 
given to point 2, the electric power given to point 3, the pressure given to the chip assembled on 
lead - frame and the retention time for pressure given to the chip assembled on lead-frame.   
The researcher applied the design of experiment  called  fractional factorial resolution 252 

III  to 
achieve the optimal parameters.  The study was conducted in two sets and the experiment was 
done step by step without repetition due to limited resources and time.  It was concluded that the 
electric power given to point 3 had significant result and the optimal parameters for the electric 
power given to point 1 was 300 watts, for point 2 was 300 watts, for point 3 was 500 watts, the 
pressure given to the chip assembled on lead-frame was 70 gram and the retention time was 10 
seconds.  After implementing the parameters in actual process for 4 days, no out of spec defects 
was found at die-shear test of bonding process.  Die-shear test result was 1,014.14 gram force. 
 
 
 

 


